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w Absorptionskoeffizient fiir Rontgenstrahlung (Kap. 5.1)

W, Uh, Me Beweglichkeit, Elektronen,- Locherbeweglichkeit

[Uhe] Hall-Beweglichkeit

n Elektronenladungstragerdichte

Nv, N¢ effektive Zustandsdichte von Valenz-, Leitungsband

N Dotierungskonzentration

Nr Trapdichte

\ Frequenz

p Locherladungstragerdichte

G, ORT Leitfahigkeit, Raumtemperaturleitfahigkeit

Gy Standardabweichung der Barrierenh6he (Kap. 8)

T Temperatur

c} halber Streuwinkel

u Gitterparameter (Kap. 1)

Voc Leerlaufspannung

Vs Barrierenhohe

h=6.6210"7s Plancksches Wirkungsquantum

k=13.8110* J/K Boltzmann-Konstante

q=1.60210"C Elementarladung

R =8.315 J/(g mol K) universelle Gaskonstante

m.=09. 10910! kg Elektronenmasse

Abklirzungen:

AFM Atomic Force Microscop Atom-Kraft-Mikroskop

CVT Chemical Vapor Transport Chemischer Gasphasentransport

ERDA Elastic Recoil Detection Analysis  Elastische Riickstreuanalyse

IPC Eisenpentacarbonyl

MOCVD Metal Organic Chemical Vapor Deposition
Metallorganische Gasphasenabscheidung

RBS Rutherford Backscattering Spectrometry
Rutherford-Riickstreu-Spektroskopie

SIMS Sekundérionen-Massenspektroskopie

TBDS Di-tert-Butyldisulfid

TRMC Time Tesolved Microwave Conductivity

Absorptionskoeffizient

effektive Richardsonkonstante

Gitterkonstante

Netzebenenabstand

Energie von Valenz-, Leitungsband, Bandliicke
KurzschluB3strom

Strom, Vorwirts-, Riickwértstrom

Korngrofie

Wellenlidnge

Elektronenmasse, effektive Locher-, Elektronenmasse

Zeitaufgeloste Mikrowellenreflexionsmessungen
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Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy

UPS
Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie

XPS X-ray Photoelectron Spectroscop ~ Rontgenphotoelektronenspektroskopie

XRD X-Ray-Diffraction Rontgendiffraktometrie
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